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'~ (54) Zpiisob v§roby elektrofotografického filmu

K
' Vynalez se tykd zpﬁsobu vyroby -elektro-
- fotografického filmu. Jsou zndmé elektrofo-
tografické filmy, sklddajici se ze 3 vrstev ma-
teridlq, pfitemZ spodni vrstva, tj. podloZka,
je' s vyhodou vytvofena z transparentnlho
plastlckeho materidlu, horn{ vrstva je tvo-
Fenatenkou vrstvou fotovodivého materidlu
a stfedni vrstva je tvofena tenkou vrstvou
ohmického materiélu, schopneho vést elek-
tricky proud. - .
‘Uvedené elektrofotografické filmy se s v;r
- hodou vyrdbi pokovovdnim rozpra¥ovanim.
Takové filmy v8ak maji pro nskterd specific-
k4 pouZiti nedostatedné vlastnosti, ze]ména
nedostate¢nou citlivost a gradaci. :
Tyto nedostatky jsou odstrangny zptisobem
vyroby-elektrofotografického filmu, zahrnuji-
ciho podloZku a naneseny fotovodlvv krysta-
licky povlak, podle vyndlezu, pFi¥emZ nane-
seni uvedeného povlaku se provadi rozpra-
Sovdnim v rozpraSovaci komofe pomoci plas-
my, vytvofené mezi teréem fotovodivého ma-
teridlu, ktery m4 byt nanesen, a anodou ne-
souct podloZku kde plasma- zahrnu}e tmavy
prostor mezi plasmou a anodou, pfiemZ se
- rozpraSovani provadi a¥ do okamiiku, kdy
je krystalickd vistva uvedeného materidlu
nanesena na podloZce, jehoZ podstata spodi-
va v tom, Ze se mezi plasmou a anodou vy-
tvoli dostateén\j tmav? prostor spojenim Kka-
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tody S vysokofrekvencmm vystupem vysoko- _
frekvenéniho generdtorir'a udrZovanim ano- -
dy na, nebo pod potencidlem zems, &imZ se
béhem nanésem vytvon negatlvm pi‘edpé~
ti.

P¥i zpusobu »podle. vynalezu se--]a-ko‘—fot-o—
vodivého materidlu s vfhodou pouZije sirniku
kademnatého. B&hem nanaeni se s vyhodou

zavddi do rozpra3ovacl komory sirovedik. -

V- podstaté: vSechna uvedend zlepSenf vy-
plyvaji z jediného stupné& zpfisobu vyroby u-
vedeného elektrofotografického -filmu. “Tim-
to zplsobem je pouZiti predpdti pii vysoko-
frekvenénim nanédfeni rozprasovémm foto-
vodivé vrstvy. Rezultujici vrstva.'je -velmi
hutnd a i jejl dal$i rozhodujici vlastnosti
jsou lepSi neZ vlastnosti vrstev p¥iprave-
nych dosud zndmymi postupy. Tohoto pred-
péti se dosdhne elektrickym -zapojenim ob-
vodu pfenéEejitho vysokofrekvenéni napéti.
k rozpraSujicimu - zafizeni zptsobem podle
vyndlezu, jehoZ bliZ§i a deta1lné131 'po"pis je
uveden v dal3i gasti ‘popisu. -

“Vlastnosti elektrografického filmu, prlpr

. veného zpusobem podle vynédlezu, tj. ze]me-:

na citlivost a gradace, jsou lep3i neZ vlast:
nosti dosud- znamych elektrofotograﬁck?ch'
filmd. '

V dal3l ¢asti popisu budou popsdna -vy-
hodnd provedeni zpfisobu podle vynélezu:
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formou pfiklad® provedeni, a to s odkazy na
pfipojené obrdzky, kde obr. 1 piedstavuje
schematické zobrazeni transparentntho e-
lektrofotografického filmu, pFitemZ obrdzek
1, slouZl pouze k vykladu zndmého stavu

techmky, obr. 2 ilustruje rovndZ zndmy stav.

techniky a zndzorifiuje nabijeni a vybijeni
typické xerografické desky, pfitemZ v levé
spodni ¢&sti zobrazeného grafu se v3ak na-
chézi obdélntk ktery pFedstavuje plochu gra-
fu zvétSenou na obrdzku 3; obr. 3 pfedsta-
vuje graf obdobny grafu z obrédzku 2, aviak
. tento graf zobrazuje nabijeni a vybijeni e-
lektrofotografického filmu zhotoveného zlep-
- Senym zpfisobem podle vynélezu; obr. 4
pledstavuje graf, ukazujici spektrdlni ode-
zvu tenkého filmového povlaku sirniku ka-
demnatého, zhotoveného zpfisobem podle vy-
nédlezu, ve srovnédni se spektrdlni odezvou
fotovodivé vrstvy sirniku kademnatého, na-
nesenou rozpra$ovanim dosavadni metodou;
obr. 5 pFedstavuje zjednodulené elektrické
schéma obvodu zaFizen! pro' naniddeni roz-
praSovanim, kterym se dosdhne vy3e uvede-
ného predpéti, p¥iemZ se tohoto zafFizeni
pouZivd k nanédSeni zlepSeného fotovodivého
povlaku podle vynélezu; obr. 6 pFedstavuje

tastetny fez elektrofotografitkym  filmem

podle vyndlezu, ukazujict _vybijeni uvedene-
~~ho filmu. .

Elektrofotograficky film 10, zobrazeny na
obrazku 1, je tvofen podloZkou 16 z orga-
nického polymeru, kterd je transparentni
a mé tloustku zlomku milimetru. Tato pod-

loZka 16 je ohebnd a stabilni. Po jejim od- _

plynéni a normalizaci se tato podlo¥ka 186

umist! do zafizeni pro nandSeni rozprafové-
nim, kde se na ni nanese ohmickd vrstva 14

" kysligniku india o tloudtce 3.10"2a% 5.10"2
A,

‘Rezultujici sestava se potom umisti do ko-

. mory pro nanéseni rozprafovdnim, kde se
na ohmickou vrstvu 14 nanese ultradisty sir-

nik kademnaty, o &istotd p¥ibliznd 99,9998

procent; k vytvofeni fotovodivé vrstvy 12,
kterd je p¥iblizng 3.10-! um silna.

Zpiisob nandsent rozpragovdnim a podmin-
ky nanddeni fotovodivé vrstvy 12 jsou zné-
mé, aviak zde se toto nanéSeni provéadi za
pouZiti p¥edpsti, pritem? pfisludny obvod je
-.zobrazen na obrdzku 5. V malém, poloexpe-
rimentdinim za¥izeni &ini lobvykle vysoko-
frekven&ni p¥ikon, doddvany generédtorem
260, 200 W; potencidl vit&i zemi je roven 2
‘kV a pi‘edpéti gini 100 V. PouZit4 frekvence
je 13,5 mHz. Ter&ik 266 ultra&istého sirnfku
_kademnatého byl pFipraven - slisovdnim za
horka a slinovanim;- jeho primér cini 15
centimetrf.

Uzemn&ny kryt’ 278 obklopu]e terdik 266
ze v3ech stran s vyjimkou povrchu, ktery je
pFivrdcen.k anod® 268; uvedeny kryt 278 je
od uvedeného ter&iku 266 vzdédlen 0,6 cm.
PodloZka 16, kterd leZi na anod& 268, se na-
chézi ve vzdélenosti 3,8 cm od terélku 266.
Anoda se udrZuje na teplotd 155°C. Pracov-
nf atmosféra je tvofena argonem nejvy$sitho
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stupnd {listoty, zfed&nym 15 ppm d&istého
plynného sirovodiku k ziskdnf tlaku 1,33 Pa.
Krom#& obvyklého tmavého prostoru 282 me-
zi plasmou 280 a ter&ikem 288, diky kterému
nedochézi pfes malou vzdédlenost krytu 278
od uvedeného terdiku k depozici tergikové-
ho materidlu na povrch krytu, je zde jasn&
viditelny jest& druhy tmavy prostor 284 me-
zi plasmou 2880 a anodou 268. NandSen{ sir-
niku kademnatého se provadt rychlost! v roz-
mez{ od asi 6.1074 nebo 7.10~¢ um za se-

.kundu da rychlosti o n&co vy3§ich neZ k ja-

kym doché4zi pfi pouZiti v&tSich zafizeni, ma-
jicich v&t3l terce a snad i nékolik ter&d, po-

hybujicich se vzhledem k anodé.

PFi vlastnim provadéni uvedeného zpfiso-
bu se tlak v komof¥e pro nandSenf rozpra8ové-
nim nejdrive sni?l na 1,33.10°% Pa a dédle
se nastavl na 7,98 Pa pfipu3ténim plynného
argonu a sirovodiku. Posledn& uvedeny plyn.
slouZl k dosaZeni vlastni stechiometrie, pfi-
tem?Z rovnéZ pfedstavuje poZadovany plyn-k
vyrovnéani tlaku par siry, ktery je menSi neZ
tlak kadmiovych par. Tim se zabrani roz-
kladu sirniku kademnatZho. Findlni nané-
Seci tlak ¢ini 0,931 aZ 1,99 Pa,

Predp&tovy obvod, zobrazeny na obrézku
5, se lisi od konven&nich vysokofrekvené-
nich obvodii pro nandfeni rozprafovdnim.
Pt konvenénim zpisobu je katoda nebo ter-
¢ik pfipojena, popfipad& p¥ipojen, k vysoko-
frekvenénimu vystupu vysockofrekven&niho
generdtoru obvykle pres pfizplisobovaci ob-
vod a anoda nebo ¢len pro neseni podloZky .
je pfipojena, popfipad& pfipojen na zem (u-
zemnd&n). Vysokofrekven&ni energie ionizu-
je argon, ktery se zavddi do komory, pFi-
emZ se mezi terdikem a anodou wytvoii

' plasma. T&sn& u povrchu terdiku vznikne

tmavy prostor pomé&rné malé velikosti, Ato-
my terfového materidlu jsou v disledku do-
padu iontd argonu na povrch terde vyrdZe-
ny z terfe a hnény skrze plasmu a déale do-
padaji na prvek, ktery leZl na anodé. Atomy

terfového materidlu neulpi na nifem, co se

nachézi v uvedeném tmavam prostoru, tedy
ani na vnitinfm povrchu uvedeného krytu.

Potom, co bhyla podlozka 16 umisténa na
anodu, uklddajl se vysrdZemné &Astice nebo
atomy, a.to bud samotng, nebo snad po reak-
ci s dal8imi. prvky zavdd&nymi do komory a
tvoficimi plasmu,na podloZku. o

Vysokofrekvenini generdtor 288, zobra-
zeny na obrdzku 5, je pfipojen k pfizpiiso-
bovacimu obvodu a plasmového generdtoru

- 262 prost¥ednictvim pfenosového vedeni 264.

Prizplisobovaci obvod 282 mfZe byt umistén
v tésné blizkosti tlakové komory, kterd za-
hrnuje ter 266, anodu 268 a kryt 278. Pfi-
zpltsebovaci-obvod zahrnuje induktor L a la-
ditelny sériovy kondenzdtor Cl, zapojené ve
vysokonap8fovém. vedeni 270, pfidemZ. vy:
stupni pfipojeni k ter¢iku 268 a do Komory
je zprostFedkovdno vysokonap&tovym vystu-
pem 272, tvofenym .libovolnym vhodn')’rm e-
lektrickym spojovacim ¢lenem.

Paralelni (boénikovy) kondenzétor .C2 je
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- rovnéZ laditelny a jeho v§vod s poténciblem
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bliZicim se potencidlu zemd, avSak vySSim -

neZ tento potencidl, je pfipojen vedenim 274

-k ‘anod& 268. Vystup 276 ma takto okamZité -

napétf, které se li§f od zem# vzhledem ke ka-
tod& nebo k teréi 266 o urgité napsti. V pro-
voznim zaFizeni, pouZitém k ziskdni vy3e u-
vedeného povlaku sirniku kademnatéhq, je
‘toto- nap8ti asi 200 _voltd. Vysokonapétovy
vystup 272 mé napéti asi 2 kilovolty. -Kryt
278 mé tvar Cepitky obklopujici tertik 266;
tento kryt je uzemnsén. Laditelny kondenz&-

tor €3 je pFipojen k V\;'stupu 276 a k zemi,

a je tedy ve skutenosti pIipojen ke krytu
278. Kondenzatory €2 a C3 maji prom&nlivou
reakci, umoZiiujici nastaveni d&leni nap#ti
mezi terc1kem 266, anodou 268 a krytem
278. .

: Jak ji# bylo uvedeno, jsou mezi terfem 266

a anodou 268 na opaén?ch strandch plasmy

* 280 dva tmavé prostory, a to konvenéni tma-

- vy prostor 282 a druhy tmavy prostor. 284,

‘kter¢ vznikne jestliZe se pouZije predpétove- .

ho zapojeni.

- Nané&8enim rozpraSovdnim za pouZiti pfed-
péti se dosdhne velmi hutného povlaku roz-
pra3ovaného materidlu, a-to z diivodd, kte-

" ré nejsou zcela objasnény. Nicméné se pied-

pokladéd, Ze uvedenych vlastnosti povlaku se

- dosdhne v dilsledku jevd, vysvétlitelnych.

" jednou nebho n&kolika nésledujicimi teoriemi:
a) mikrokrystaly jsou ukldddny v oriento-
vanem usporadéni protoﬁe pﬁsob1 jako dip6-

ny predpstim, v dtisledku. geho¥ bombarduji
povlak, ktery jiZ byl deponovdn; ..

‘* ¢) nabité atomy:zapliiuji prohlubné v po-
‘vyrchu namisto toho, aby rozptylovaly veske-
rou svoji energii pfl pFfimém nérazu;

d) uklddanym atomim je v druhém tma-
vém prostoru 284 ud8lovana tepelné ener-
gie;

e) fazové posunuti, ke kteremu dochéz1 \
dasledku piedpdti, udsdluje deponovan)?m a-
tomdm v&ts{ energii neZ normélné.

Je ‘t¥eba poznamenat, e uvedend teorie
~ nikterak neomezuje vlastni roz-sah'-vynale—
ZU.

Graf na obrézku 2 11ustru]e charakterlstl-
ky typické .xerografické desky, kterou je
mo¥Zné zahrnout do zndmého stavu techniky.
PouZitym elektrofotografickym filmem je
vrstva amorfniho selenu na kdvovém bubnu
nebo vrstva smési kysliéniku zineénatého_ a
pryskyfice, nanesend na vodivém papiru.
Tlou$tka - t&chto povlakﬁ ¢int” zprav1d1a 20
aZ 160 um.

Prvni zbna (temné& zona]. A trva piibliZ--

né prvn{ dvé sekundy celkového reproduké-
nftho cyklu. Konec této prvni zény A

na A zahrnuje dv& &4sti, prléemz prvni ¢éast
B (temn& nabijeci ¢4st) je ukonéena po u-
plynuti 1,4 sekundy a je na grafu vymezena

svislic{ 32 a druhd ¢4st C (temnd vybuecx.

gast) tvon zbytek uvedene prvni zé6ny A. E-
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b] téZké lonty z. plasmy jsou pf1tahové-‘

je na
. grafu vymezen svislici 30; uvedend prvm 20~

8.

lektrostaticky &len se v temnu nabije b8hem
prvni ¢asti B pomoci vysokonap&tové kord-
‘ny, pfiemZ stoupne povrchovy potencidl fo-
tovodivé vrstvy 12 na maxim&lni. potenciél
36 (nad 500 V). Tato hodmota predstavuje
potencial pFi stavu nasyceni 38, kdy unikéni
néboje s povrchu fotovodivé vrstvy 12 je v
rovnovédze s pfivadénym ndbojem na tento
pavrch, to znamend, Ze pfi této hodnotd ma-
ximdlniho potencidlu 38 naboj z povrchu u-
nik4 stejnou rychlosti, jakou je néboj na po-
vrch pfivddén. V okamZiku, oznateném na
grafu svislici 32, se nabijeni prerusi a elek-
trony, pFedstavujicl néboj nachézejici se na -
povrchu, zatinajl mit tendenci byt odvads-
ny prostfednictvim vodivého &lenu, ktery:je
v kontaktu s opafnym povrchem fotovodlve
vrstvy.

‘Na obrdzku 1 je zobrazen elektrofotogra-
ficky ¢len 18 nabijen§ kordénou produkova-
nou v mistd 21 prostfednictvim zdroje - 20,
pripojeného k vodivé, tj. ohmické vrstvé 14
-v mistd 18. Néboj; ktexy se takto vytvoli na
povrehu fotovodivé vrstvy 12 nebo v. tenké
vrstvé pod uvedenirm povrchem, se vybiji v
disledku toho, Ze se elektrony pohybuji smé&-
rem Kk vrstvé 14. To je obecny princip, na
Kterém je-zaloZen zplisob préce libovolného
elektrostatického tlenu. Ndboj se tedy pfivadi
na povrch fotovodivé vrstvy 12 potud, pokud
je tento povrch schopen nédboj pf¥ijimat, p¥i-

" emZ tento ndboj se na uvedeném povrchu

udrZi potud, pokud je fotovodivd vrstva 12
nevodiva. Fotovodivd vrstva 12 elektrofoto-
grafickéheo filmu 10 m4a velmi vysoky m&rny
-odpor v temnu, a to fddovs asi 10!2 chm. em,
v ditsledku ¢ehoZ nedochdzi k rychlému vy-
biti-fotovodivé vrstvy 12 v temnu. Na druhé
strang ztrdel dosavadni elektrostatické &leny
svilj ndboj rychleji v temnu, a to je zobraze-
no na obrazku 2 vybijeci k¥ivkou 40 (jests v
temnu) v druhé ¢&sti C prvni z6ny A. Tato
vybijeci kfivka 40 kon&{ po uplynuti druhé
sekundy. K uvedenému vybijeni v temnu do-
chézi tedy dokonce jeSté pred. tim neZ dojde
k vlastmmu pouZiti .elektrostatického &le-
nu.

Iesthze zustane elektrostatlck{r ¢len v tem-
nu i nadéle, potom vybijeci k¥ivka 48 pckra-
guje v kleséni podél preruSované k¥ivky 42.
Pribéh vybijeci kfivky 48 a kiivky 42 je
zndmy a charakterizuje vybijeni elektrost&-
tického ¢lenu za temna.

' Casovy rozsah stupnice grafu na obrazku
2.je-roven asi 4 sekunddm. Sklon vybijeci
kiivky 40 a kfivky 42 je pom&rn& mirny; pii
viastnim pouZiti elektrostatického &lenu (pii
jeho expozici) je vSak pokles, dany vybije-
nim fotovodivé vrstvy 12, rychly. Elektrosta-
ticky &len pfijimé nédboj v.prvni &dsti B prv-
ni zény A pomérné pomaly, jak je to zobra-

. zeno na obrdazku 2 nabijeci kiivkou 34.

Druhd z6na (expozitni zbna) E se nachd:
21 v gasovém tseku, vymezeném- 2,3 aZ 3,3
sekundy; b&hem této druhé zony E se elek-
trofotograficky: filkm 10 obrazovd exponuje.
Konec teto z0ny je vymezen svislicl 44. Bé&-
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hem. této zény zplisobuji fotony, -dopadaji-
cf ‘na .povrch- fatovodivé vrstvy, s povrchu
elektrofotografického &lenu. Nejsvétlejs! mis-
ta. polohy produkuji maximéini pod&et foto-
-nil, které po -dopadu na elektrofotograficky
film 10 zpisob{ nejintenzivn&jsi vybijeni po-
dél vybijeci k¥ivky 48, kterd je o sob& znamé4
jako Krivka vybijeni za. svitla, zatimco na
- absolutné - tmavych - mistech podlohy nedo-
chédzi k priniku a potom k dopadu Z4dnych
fotond.  Na odpovidajicich. mistech povrchu
elektrofotografickéha &€lenu dochdzi tedy k
vybijeni podél k¥ivky 42. Je t¥eba si viim-
nout, Ze vybijeci kiivka 46 nenf nikterak str-
m4, a Ze vybiti neni Gpiné; zbyvd zde zbytko-
vy néaboj 48. To odpovidd potencidlu asi 35
V, ktery je typicky pro zndmé elektrofoto-
graflcké filmy.

“Mezilehlé potty- fotonfi, produkované r&z—
né& sytymi stiny reproduklované podlohy, zpt-
sobf vybijeni za sv&tla podél vybijecich kii-

. vek 48', 46", 48', pritem? kaZdé z téchto
vybi]em podél uvedenych kFivek se okamZit&
prerusi v okamZiku, kdy je expozice ukond&e-
na (z4vérka se uzavie), a ddle doch4zi k vy-
bi]em»zb\ivajimho néboje podél- vybijecich
kiivek 42, 42%, 42' za temna. Tyto kfivky se
nachézi ve tfeti zon& F grafu na obrazku
5, kterd zadind v mist®, vymezeném svislict
44 a koné¢i v mist® 'oznadeném svislic 50.
. Tato t¥et{ (t6novaci) zéna F trvd po dobu
asi jedné sekundy. V této tieti z6n& F je jiZ
expozice. ukonfena  a latentni obraz, ktery
vznikne. po expozici a ktery je v asovém o-
kamZiku vymezeném svislici 44 zcela vyvo-
lan, se podrobi G&inku §4stic ténovactho pig-
mentu. V této t¥etf z6n& F musi byt dostatek
dasu, ktery je pot¥ebny -k relativnimu pohy-
bu elektrofotografického &lenu a &dstic to-
novaciho pigmentu smé&rem k sob& a k pfil-
nuti uvedenych ¢4stic ténovaciho pigmentu
na-povrch elektrofotografického &lénu. Na-
vic- musi’ byt ndboj na povrchu elektrofoto-
grafického €lenu tvofeny nébojem, kter§ na
povrchu zbyl v diisledku temna nebo &ésted-
ného temna, dostatedn& veliky, aby zplsobil
pfilnuti ¢4stic ténovaciho pigmentu k powr-
chu elektrofotografického &lenu. Céstice t6-
novaciho pigmentu musi - zase lnout k ‘povr-
chu aZ do okamZiku, kdy jsou.k tomuto po-
vrchu pfitaveny nebo kdy jsou pieneseny
na jiny povrch k éemuz dochédzi v éase za
svislici 50.

Je tfeba si vslmnout Ze zbytkov? nab0] 48
zpisobl prilnuti ¥&stic ténovaciho pigmentu
dokonce i v p¥ipadg, kdy na povrch-elektro-
fotografického €lenu dopadd velmi jasné
sy8tlo. V dtsledku toho je tém&F nemoZné
ziskat v kone&ném obrazu bflé plochy. Po-
dobn8& kfivka 42 vybijen{ za temna, v mists
vymezeném svislici 50, pom&rné& rychle kless
z maximélntho ‘potencidlu 36, takZe je rov-

\

néZ obtiZné ziskat sprdvnd vybarvené der-

né plochy. Sedd stupnice mezi t&mito dvdma
extremy nemé rovnéZ fotografickou kvalitu.

:Dal$i nevyhodou zndmych elektrofotogra-
fickych filma -je fotovodivostni. setrva&nost.
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.Tento jev je charakteristicky tim; Ze kdyZ se

v okamZiku daném svislici 44 preru3f expo-
zice, pokraduje vybijeni jestd8 urgity okam-

-#ik jako pri. expozici. Tento jev: probihd s

riznou intenzitou v z4vislosti na typu pouZi-
tého materidlu. Uvedeny efekt je graficky
ilustrovan -pozvolnou extrapolaci: vybijecich
kiivek 46°, 46%, 46'“ do t¥eti z6ny F d¥ive ne¥
tyto ki‘lvky dostanou- typicky charakter vy-
bijeni za temna. Jak bude. pozd&ijl uké&zéna,
povlaky zhotovené zplisobem podle vynéle:
zu tuto setrvadnost nevykazuji. Odpovidajici
piechod z vybijent za svétla do vybijenf za
temna je ostry a rychly. To umoZiiuje krat-
kou expozici a dosaZeni vysoké rozlisovaci
schopnosti.

Zafrizeni pro p¥itaveni obrazu vytvoreného

Casticemi ténovaciho pigmentu k povrchu
elektrofotografického -€lenu nebo pro pie-
neseni tohoto obrazu je zndmé. V pfipadd
pfitaven! se elektrofotograficky &len vede
skrze tbénovaci ldzefi, kterd se pfi provozt
zaFizen{ vyCerp4véd, takZe se obraz stav4 ‘sté-
le svétlej§im. Kapalina se odpafuje nebo vy-
sudujé-z &lenw b8hem pfitaveni. V pfipads
pFenosu obrazu se buben pfitiskne proti ‘lis--
tu prenosového papiru a obraz se.k papiru
pFitavi, zatimco se buben obrous!{ kartd¥em
a. iplné vybije jasnym svétlem v p¥ipadé& po-
tfeby, aby byl p¥ipraven pro zhotoven! dal-
§tho gbrazu.
" Elektrofotograficky film 10 podle vyn&lezu
se nabije a exponuje zpflisobem, ktery je i-
lustrovdn na obrdzku 3. Z obrédzku 3 je patr-
né, ¥e zobrazend napéti jsou podstatné niZ3{
neZ nap#ti zobrazend na obrdzku 2, a g po-
kud jde o tloudtku fotovodivého povlakuy,:je-
intenzita pole na jednotku tlou$tky mnohem
vy38i neZ v pfipad® dosavadnich fotovodi-
vych vrstev. V pfipad® fotovodivé vrsty po-
dle.vynilezu m4 uvedend intenzita hodrotu
piibliZn rovnou 108 voltl na centimetr, Zlep-
Senf, kterého se dosdhne nandsenim rozpra-
Sovanim za pouZiti predpéti, -je nejlépe patr-
né srovnidnim obrézkf 2 a 3.

Pfed provedenim vlastniho srovnéni ]e '
tfeba plipomenout malfy obdélnik G v levé
spodn! &&sti- grafu nd obrdzku 2. Tento. ob-
délnik je na obrdzku 3 vynesen pfibliZn& ve
stejném ‘mé&ritku jako na obrazku 2, pokud -
jde o stupnice na oséch x a y. Rozsah nap#st{
na ose obrdzku 3 je pouhym zlomkem rozsa-
hu nap#tf na obrdzku 2. P¥eru¥ované &édra
52, protinajici. osu nap&tf u hodnoty ‘50 voltq,
pfedstaVLt]e na obrdazku hladinu Sumu v sy-
stémech, jejichZ funkce je ilustrovdna tim-.
to grafem, takZe je ziejmé, Ze vSechny dije,
ke kterym doch4zi p¥i pouZiti fotovodivého
filmu podle vynédlezu, probihaji p¥i napé&tich,
kterd jsou pro aplikaci o.sob& zndmych elek-
trofotografickych filmi prakticky nepouzi- -
telné.

.V systému podle vynélezu nent Z4dny §um
Rovné&Z je t¥eba si pov§imnout toho, Ze v pi‘i-
pad# pouZit! elektrofotografického filmu po-
dle vynédlezu, ilustrovaného na obrazku -3,
dochéz! ke kompletnimu vyténovéni elektro-
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statického obrazu, }e§té predtim neZ u foto-
vodivého &lenu podle zndmého stavu techni-

ky dojde k dosaZeni jeho maximélniho nabo—

" je, exponovédni a ténovani. ot
. .Obrézek 3 ilustruje funkce a charakterls-
tiky fotovodivé -vrstvy typického elektrofo-

“tografického filmu, ktery byl zhotoven zpii- .

sobem podle vyndlezu, a ktery je pouZIt po-
psanym zptisobem.
Tloustka povlaku, jeho -fotoelektricky vy-

teZek a pomér mezi charakteristikami -vybi-

jenf za temna a za sv&tla rezultuji ve velké
diferenci v- rozsahu ¢asu a napéti, zobraze-
ného na grafu z obrdzku 3, kdyZ se provede
srovndni s obdobnymi kvant1tam1 fotovodivé
vrstvy typického elektrofotografického &le-

-nu podle zndmého stavu techniky, ilustrova-

ného na obrdzku 2. Trv4n{ ]ednotlivvch funk-
ci je podstatn® krat$f.- -
P¥i pouZitl. elektrofotografického filmu po-
~dle vynilezu:se predpoklddd, ¥e se fotovo-
divd vrstva rychle nabije na napdti, které je
vy33i neZ napét! odpovidajici stavu nasyceni.
Napé&ti 204 pi‘l stavu nasyceni zobrazené na
obrazku 3, je jen o mélo mensi neZ 40 vol-
td. Toto napéti je typické pro fotovodiv? po-

vlak, tvofeny sirnfkem kademnatym B&hem -

prvmch 300 milisekund vystoupi rezultuji-
ci povrchovy néboj z nuly na asi 52 V. -

Nabijeci kfivka 200 je v podstatd llneér-.

ni a -dosahuje svého maxima 202, které se
nachézi nad stavem nasyceni 204. Z maxima
202, ve kterém mé4 fotovodivd vrstva maxi-
: mélm néboj, klesd potom povrchovy poten-
- cidl filmu rychlosti, kterd je z4visld na mnoZ-

stvi sv&tla, kterému je film vystaven, je-li o

néjakému svétlu vystaven viibec. JestliZe po

dosaZen! maxima 202 se film nachézi v tpl-
né temnots, potom sleduje povrchovy potent -

cidl charaktemstxckou vybijeci k¥ivku vybi-
jeni za temna, danou pro pouZity film a pro
vychozi maximum 202. Vybijeci kfivka za
temna 'se sklddd- ze dvou sekci; podatedni

sekce 206 je ve srovnani se zbyva]im sekci '

208 pom&rnd strma.
Pogdtedni sekce 206 predstavuje vyb1ti po-
vrchového potencidlu z napsti, kterého se

dosdhne v okamZiku ukondenf nabijeni, na -

napéti stavu nasycenf 204. Toto vybiti probi-
hé pom&rn& rychle vzhledem k tomu, e na
povrch fotovodivého povlaku byl pfiveden
néboj, ktery uvedeny povrch neni schopen
udrZet po del3i asovy interval; nicménd ]e
tfeba zdfiraznit, Ze ndboj je zaeren lépe neZ
obvyklym elektrnnfotograﬂckym filmem, je-
hoZ pl“"iklad je popsén ve spojeni s obrazkem

Kdyz se doséhne stavu hasyceni 204 to
znamené kdyZ poddtedni sekce 206 vybueci
k¥ivky dosdhne bodu 210, uplyne pouze 600
milisekund. P¥i pouZiti fotovodivé vrstvy, zis-
kané zplisobem podle vyndlezu, probihaiji
jednotlivé d&je celkového cyklu velm1 rychle
jak bude jestd vysvétleno.

Po dosaZeni stavu nasycem 204 se-sklon
vybijeci kfivky za temna zmirni a vybfjeni

za temna' od tohoto okamzlku probihd mensi.
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-rychlosti, jak je to patrné.z obrazku 3. Jest~
liZe tedy nabity- elektrofotograflcky film ne-
nf viibec osvétlen, potom’ sleduje povrchovy
potencxal vybijeci k¥ivkuy, tvorenou poééteé—
nf sekei 206 a zbyvajicl sekc1 208. :

Kfivka vyb1]en1 za svétla .mé rovnéz dvé
sekce, aviak jeji prib&h neni zavisly na sta-
vu.nasyceni 204, protoZe extrémné- -vysokéd
‘\rychlost vybijeni za -svétla zpiisobuje ‘velmi
rychly. pokles povrchového -potencidlu na
~hodnotu, ktera se- nachézi pod stavem nasy-
ceni 204. To se. d&je-v.daisledku’ v§znamné
charakteristiky elektrofotografického filmu
podle vynalezu, tj.:v diisledku velkého foto-
vodivého * v§tdZku.. Je-1i- elektrofot@graflck*;r
film kompletng ‘osv&tlen jasnym -‘svétlem;
potom b&hem 30 milisekund Kklesne- povr-
chové napéti podél kiivky 212, které je prak-
ticky p¥imé4, do ohybu 214, kter? se nhach4zi
pravé nad nulovym napétlm Nap#ti ‘se  po-
‘tom asymptoticky bliZi k nule podél kiivKky
216. Ve v&tSind pfipadd, je uvedend kiivka
216 tak blizko qnule, Ze je prakticky nemoZné
zménit hodnotu zbytkoveho potencidlu. -

Hustota néboje, a-tedy i optickd hustota,
které by bylo ‘dosaZeno pfi G&inném téno-
vani, je. maximéini -v maximu 202 a _mini-
mélnl v ohybu 214.

JelikoZ se elektrofotograﬁck;r fllm podle
-vynalezu ‘exponuje pfes obrazovou podlohu,
a jelikoZ tedy na'ngho v riiznych mistech
dopadd rtzné mnoZstvi svétla, bude vybije-
ni v t&chto riznych mistech sledovat vybije-

- cf kFivKy, nachézejici se nékde mezi kFivka-

mi vybijeni za dplného temna a za jasného
svétla; t¥i takove krlvky jsou zobrazeny na
obrézku 3.

Celkovd expozice - -elektrofotogra_flckeho
filmu v pFikladu ilustrovaném na obrdzku 3
trvéa .30 milisekund, p¥i¢emZ k. expozici do-
chéazi mezi 0,3 a 0,33 sekundy. Je tfeba po-
znamenat, Ze expozice zafind bezprostfednd
potorh, co bylo dosaZeno maxima 202, pfi-
demZ tato hodnota mfiZe byt zvolena ve sho-
dé s mnoZstvim svétla, pravd&podobnd po-
skytnut\jm podlohou, kterd mé byt reprodu-
kovdna. Pro nizky své&telny. prumér by 'm&l
byt povrchovy néboj pokud moZno vysoky k
dosaZen! co nejvétsiho. rozdflu mezi vybije-’
nim za temna a vybijenim za své&tla. Pro vy-
soky svételny primér neni zapotiebi tak vy-
sokého povrchového ndboje jako v predcha-
zejicim piipads. '

V§8e uvedené tfi k¥ivky vybijeni za svétla,
ilustrujici vybijeni ti¥f mist na které dopadlo
odlidné mnoZstvi svétla, pfedstavujl t¥i-od-.
liné situace vybijeni povrchového potencid-
Iu. Na prvni misto dopadlo nejvice svétla, a-
v8ak mnikoliv zase tak mnoho, jako' v pfipadé
expoz1ce maximédIng jasnym své&tlem, - p¥i-
gemZ vybijeni povrchového néboje v tomto-
mist8 probihd podél kfivky 217 bshem ex-
pozice a potom se toto misto po 0,33 sekun-
dy opét nachédzi v temnu. V ohybu 218 ‘G-
bytek potencidlu za&ne byt rovnobdZny s

kiivkou 208 rozpadu za temna. Pokles napg&-' o

ti bude tedy v tomto. p¥ipads p‘rob‘ihat'po-
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dle k¥ivky 222. Celd k¥ivka poklesu napsti
v misté, které bylo ze v8ech tfech mist o-

svétleno nejjasngjsim svétlem, je tedy tvote- -

na kfivkami 217 a 222,

Obdobné& -bude pokles napéti v m1sté kte-
ré bylo exponovano. méns intenzivnim svét-
lem, probihat nejprve -podle strmé - kifivky
224, charakterizujici vybijeni fotovodivého
povlaku v uvedeném mist& za -svétla; v ohy-
bu 226 dochédzi ke zlomu vybiject k¥ivky a
ddle m4 vybijeni.charakter vybijen{ za tem-
na, pfitemZ toto vybijeni probihd podél kiiv-
ky 230 nachédzejici{ se pod hladinou 228. Po-
kud jde o pokles napé&ti v mist& fotovodivé-
-vrstvy, které .bylo ze v3ech uvedenych mist
exponovéno nejslab3im sv&tlem, probihd u-
vedeny pokles napé&ti nejprve podél kifivky
232 aZ% do ohybu 234 nachézejiciho se na -
rovni nap#&tf 238. Cast vybijeci k¥ivky 208 za
temna, probihajici pod uvedenou drovni na-
péti, je zobrazena vpravo od bodu 238. Ta-
to. gast kfivky 208 miZe byt potom posunuta

-do leva k bodu 234, pfitemZ potom znamené
pokrafovan! poklesu napsti p¥i vybijeni uve-

deného tFetiho mista fotovodivého povlaku
elektrofotografického filmu; tato &4st kiiv-
ky je oznadena vztahovou znackou 240. K¥iv-

ky 206 a 208 jsou kfivkami, podle kterych

probiha vybijeni fqtovodivé vrstvy v pfipadg,
Ze tato vrstva neni viibec osvétlena.

Jak je to patrné z obrdzku 3, mfiZe bft s
t6novénim zapofato bezprostfedné po ukon-
geni expozice, tj. po uplynuti 0,33 sekundy od
zapodet! nabijeni, pfifemZ toto tébnovént mi-
Ze trvat aZ asi do jedné sekundy od zafdtku
nabijeni. Tento &as je omezen rychlosti me-
chanického pohybu ¢&4stic ténovaciho pig-
mentu smérem k povrchu elektrofotografic-
kého filmu a schopnosti uvedenych &éstic
.ténovactho pigmentu k povrchu uvedeného
elektrofotografického filmu, v dﬁsledku pii-
taZlivé sily zbytkového néboje.

.. Rezultujici optické hustoty. jsou uréeny
mnoZstvim zbytkového néaboje, a tedy v dii-
sledku toho mnoZstvim pfilnutého ténovaci-
ho pigmentu; za vy¥e uvedenych podminek
miéZe byt dosaZeno napiikiad nésledujicich
.optickych hodnot: v mist8 osvétleném nej-
Jjasn8j8im. svétlem, jehoZ vybijeni je: ddno
kiivkami 212 a 216 poklesu naboje za svét-
la, je-dosaZeno optické hustoty 0,001 jednot-
ky; v mist&, jehoZ vybijeni je ddno k¥ivkamii
217 a 222 poklesu nédboje za svétla, je dosa-
Zeno optické hustoty 1,0; v mist¥, jehoZ vy-
bijeni je ddno kfivkami 224 a 230 poklesu
nédboje za svétla, Je dosaZeno optické. hus-

toty. 1,5 a v mIsté jehoZ vybijeni je déno

krivkami 232 a 240 poklesu néboje za svitla
je-dosaZeno optické hustoty 2,0. V mistech
fotovodivé vrstvy, které nebyly viibec osvét-
leny, a ve kterych probihd vybijen! podél

kf¥ivek-206 a 208 vybijeni za temna, se do-

sdhne optické hustoty 2,5.

Aby byle srovnéni mezi grafy, zobrazeny-
mi na obrdzcich 2 a 3 1plné, je t¥eba pozna-
-‘menat, ¥e u elektrofotografického &lenu po-
dle vynélezu nenf Z4dné zbytkové nap#ti, jak

12
je. to patrné z obrdzku 3. V diisledku toho
jsou mista fotovodivého povlaku; kterd byla
osvétlena jasnym sv&tlem, bez néboje; tato
mista jsou po naneseni tonovaciho pigmen-
tu prosta tohoto pigmentu a pfedstavuji jas-
n#& bild mista reprodukce: RovnéZ pokles rié-
boje b&hem tdonovani ¢inf nejvySe jeden ne-
bo dva volty a napsti povrchu fotovodivé

‘vrstvy v daném misté je tedy b&hem téno-

véni v podstatd zachovdno na hodnoté, kte-
ré bylo dosaZeno bezprostfedn® po expozi-
ci; v disledku toho se v mistech, jejichZ vy-
bijeni je déno kFivkou 208 vybijeni za tem-
na, zadrZi dostateény nédboj k vytvofeni do-
konale sytych mist po naneseni ténovaciho
pigmentu. Prib&h vybijeni na mistech, kterd
byla exponovéna svétlem; jehoZ intenzita se
nachédzi n&kde mez! nulovou své&telnou in-
tenzitou a maximélng jasnym svétlem, je
mirn& klesajici, coZ ddvd plynulou Sedou
stupnici, a tedy i extrémné& vysokou kvality
vytvofeného obrazu. Anisotropie fotovodivé-
ho povlaku je takovd, Ze dosaZend rozli¥o-
vaci schopnost se vyrovnd rozlifovaci schop-
nosti vétsiny jemnozrnnych fotografickych.

film@ nebo ji dokonce pFedgi. P¥i pouZiti e-

lektrofotografického &lenu podle vyndlezu
bylo dosaZeno rozlifeni 1000 car na mili-
metr.

Nabljem ‘podle nabijeci kFivky 200 na po-
vrchovy potenciél vy338i neZ nasycené napéti
204 bude pouZito za sv&telnych podminek,
pfi kterych je Zadouci, aby elektrofotogra-
ficky film s fotovodivou vrstvou podle vyné-
lezu mél maximéini citlivost. K tomu dochézi
v pfipadech, kdy je k dispozici pro expono-
van! minimAlni sv&tlo. Pro lepsi svéteiné
podminky neni zapotfebl nabijet fotovodivy
povlak tak vysgko a nabijeni, probihajici po-
dél nabijeci k¥ivky 200, se zastavi jiZ pri do-
saZeni niZSich potencidl(i, které jsou d&asto
niZsi nef nasycené napéti, Pro vSechny e-
lektrofotografické £leny je typické, Ze pfi
niZ$ich povrchovych nédbojich je zapotfebi
del8ich ténovacich &asti k zaji¥t&ni optim4l-

..nf pfilnavostl ténovaciho - pigmentu. . Téno-
. vaci.tasy mohou byt zkrdceny elektrostatic-

kou projekci ténovaciho pigmentu na nabi-
t§: povrch fotovodivé vrstvy, za pouZiti stej-
nosm&rnych potencidlt mezi zdrojem d¢astic
ténovaciho pigmentu a uvedenym povrchem.
DfleZitou charakteristikou fotovodivé
vrstvy podle vynédlezu, patrnou.z grafu na.

.obrdzku 3, je strmost vybijecich k¥ivek 232,

224, 217 a 212, kterd znamend velmi rychlé
vybijen! fotovodivé vrstvy p¥i jejim expono-
vani; ostrost ohybd 234, 228, 218 a 214 zna-
mend, ¥¢ po ukondeni expozice dochdz{ k
okamZitému pleruseni vybijeni, probihajici-
ho podle charakteristické kFivky vybijeni za
svétla, a k okamZitému piechodu na vybije-
ni, probihajici podle charakteristické kiiv-
ky vybijeni za temna. Jestlife se fotovodivéd
vrstva exponuje maximélné jasnym svétlem
na nulovy povrchovy potencidl, znamené to,
¥e se.ziskd &istd bilé pozadi, pfiemZ mezl
timto pozadim a nejsyt&j$im mistem se vzhle-
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dem k'vySe uveden?nﬁ charakteristikdm fo-
tovodivé vrstvy podle vynélezu-dosédhne ply-

_'nulé $édé stupnice polostinfl. Pomé&rn& ma-
.18 .stroiost kiivek 208,240, 230 a 222 vybl]e-
ni za temna znamend schopnost zadrZet né- -

boj,: coZ poskytu]e ¢as nezbyiny k ténovani

* elektrostatického, obrazu a ke kontrole t§-
novaného obrazu.

Graf na -obrdzku 4 ilustruje spektralm o-
dezvu vers. propustnost o sob& zndmé vrstvy
sirnfku kademnatého a fotovodivé vrstvy 12
podle vyndlezu. Na vertik&lni ose je vynese-

na propustnost v- procentech (od nuly do -
100 %) "a na horizont&lni ose je vynesena vl-

novd délka v um. Viditeln& &4st spektra je
na uvedeném grafu vymezena svislicemi 250
a 252. Kfivka 284 znamend odezvu fotovo-
divé vrstvy sirnfku kademnatého, nanesenou
zpleSenym zpflisobem podle vynélezu tl'ouﬁt-

kou metodou, je 0, 4120 pm. Kfivka 258 ilus-

. truje odezvu o sobé Zznédmé vrstvy sirniku ka-

demnatého, nanesené konven¥nf metodou
nandfenim rozprafovdnim. Tloustka tohoto

.povlaku je asi: 0,5 um. Je t¥eba poznamenat,
- Ze fotovodivd vrstva podle vynélezu je zce-
la automaticky panchromatickd, zatimco fo-
“tovodivd vrstva podle zndmého stavu techs

niky panchromatickd vyluéné neni. Navic do-

" savadni fotovodivd vrstva sirniku kademna-
‘tého nemd ndkteré nezbytné vlastnosti, ze-

jména akceptibilitu nébdje, fotovodivy vyté
Zek, vysokou odolnost, které jsou nutné pro
vyse popsané pou#iti.

Vysoky fotovodivy vftsZek fotovodive.
vrstvy 12 umoZiiuje zjednodu3eny zptsob vy-
bijeni uvedené vrstvy, ktery bude ilustrovan
s odkazy na obrézek 6. Elektrofotograficky
film 10 mé .podloZku ‘16, ohmickou vrstvu 14
kysligniku india a fotovodlvou vrstvu 12, .V
daném pi#ipad& nenl zapotFebi vytvofit spo-
jeni typu, ktery . je ilustrovédn jako. spojeni

18 na obrdzku 1., Nen! jiZ zapot¥ehi vytvofit

na kraji filmu vystup tvoFeny:prouzkem ob-
naZené ohmické vrstvy, zhiotoveného masko-
vanim 'odpov1da]i01ho prouZku ohmické
vrstvy pfi nand$eni fotovodivé vrstvy; namis-
to toho mohou byt okraje filmu Gpind jedno-
due sefiznuté tak, jak k tomu dochdzi p#i
odstfiZeni elektrofotograﬁckého filmu 10 z
pésu vystupujictho z komory pro nanéseni

rozpraSovanim. Pro n&zorn&j$i pochopeni . -

jsou rozméry filmu, stejn& jako,v pfipadg fil-
mu na obrdzku 1, piehnans zvétSeny. Jak je
to patrné z obrdzku 6, je v pfimém kontaktu
s fotovodivou vrstvou 12, a to s jejim povr-
chem 28, kovovy rdmedek 70, ktery je uzem-
nén. JestliZe fotovodivad vrstva neni nabita,
potom odpor mezi rdmefkem 70 a ohmickou.
vrstvou 14 je extremn& vysoky. Za t&chto
podminek je fotovodivéd vrstva 12 dobrym i-
zoldtorem. JestliZe se fotovodivd vrstva 12

nabije, jsou izoladni vlastnosti této vrstvy

za temna je3t& znamenité, protoZe jeji mér-
ny odpor za tmy je fddovd roven 1022 ghm .
.cm. 'V disledku toho jeﬁtjé nedochdzi k
prakticky Zddnému elektrickému spojent me-
zl rémefkem 70 a_ohmickou vrstvou 14, tak-

1956786

, o ‘14 B
¥e mezi t8mito prvky nedochazi k priitoku

- -proudu. Jakmile sg vSak povrch 28 obrazo-

v& exponuje, stdvd se fotovodivd vrstva .12
vysoce. vodivou, -takZe jestliZe je uvedend
vrstva v blizkosti rdmetku 70 a je soudasnd
osvetlena ‘dochédzl X . elektrickému spojent

‘ohmické vrstvy 14 a ramedku 70 prost¥éed-

nictvim Iotovodivé vrstvy 12. Takto se tedy
mtiZze dosdhnout poZadovansho vybiti. '
V plipadé potfeby m@Ze mit optick? sy—

.stém zaFizen{ n&které prostfedky k zajistg-
.ni toho, aby fotovodiva vrstva 12 v blizkos-
ti rémecku 70 nebyla ve tm& b8hem expozice

nebo byla osvstlena maximem svétla k dovr-
Seni{ vybijeciho cyklu. Samotnd IotovodivA
vrstva nemusi byt nanesena na podloZku,-

. ktera je tenka, prithlednd a ohebnd. Lze ji

fiap¥iklad nanést na skléndnou podlozku 4
plipravit sklen8né diapozitivy nebo sklens-
né elektrofotografické &leny. RovndZ mide
byt nandSena pfimo na kovové disky nebo
vdlce a_podobnég, pro zZ4znamove a- pamétove
agely. RovnéZ ji miZe byt pouZito pfi virobs
obvodovych prvkd aktivovanych svdtlem a
podobn&. Jednim z nejdtleZit&j§ich pouZiti
v8ak je ndhrada za fotograflcké filmy; bez
jejich typickych nevyhod.

Materidl, ze kterého je zhotoven elektro-
fotograflcky film podle vyndlezu, mfZe mit
zlepSeny VYtéZSk a to dokonce do stupn#
vy3Siho neZ se dosdhne nandSenim rozpra-.
Sovanim za pouZiti predpdti a to peélivym
dotovanim. Jako dota&ni sloZku lze pouZit .
mé&d; nicménd miZe byt pouZito i.jingch. do-

_ tax‘fnich sloZek, jako napfiklad jodovodiku.

Mezi chemikéilie, které jsou vhodné pro
pouZiti jako materiél fotovodzvé vrstvy, lze

_zahrnout

podvodny sirnik zinku a 1nd1a [ZnInzS4], ‘
sirnik arzenity (As2S3),

selenid zinetnaty (ZnSe),

telurid zinednaty (ZnTe},

selenid kademnaty (CdSe],

telurid kademnat§ (CdTe),

arsenid galnaty (GaAs),

sirnik antimonit§ (SbzSs).

Rovn&Z miaZe byt pouZito i jinych vhodnych
‘materidld a jejich smési. V kaZdém pFipads
- jde o slou&eniny, které jsou zndmé jako foto-

vodice. PFedpoklada se, Ze v8echny uvedené
materidly budou aphkovatelné vysokofrek-.

. vengnim rozpraSovanim, za pouZiti predpég-

ti- k dosaZeni-popsanych vysledkd, i kdyZ.
snad nikoliv tak dobrych jako za pouZiti sir-
niku kademnatého. Tyto slouceniny mohou
byt dosti snadno testovédny tim, Ze se z nich

-zhotovi ter8e a/nebo se zavedou chemikélie

do komory pro nand8eni rozpraSovanim jako
plyny nebo se nechaji sublimovat. Pfitom je
tfeba dbdt krajni opatrnosti pf¥i zaji¥t®ni
toho, aby vnitfek komory a vSechny jeho
vnitfni prvky byly dzkostlivs Cisté, a aby pit
vyrob& terfl bylo postupovdno s krajni
pedlivosti. ]esthie je pfitomno byt i nékolik

- ppm nedistot, miZe se dosahnout ve1m1 ne-

pfiznivych vfrsledkﬂ
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v PREDME’I‘ VYNALEZ‘U

1 Zpﬁsob vyroby elektrofotograflckého mezi plasmou a anodou vytvoi‘I dodateénv

fllmu zahrnujiciho podloZku a naneseny foto- tmavy prostor spojenim, k&tody s vysoko-
vodlvy krystalicky povlak, pFifem# nanesent : - frekventnim vystupem vysokofrekven&niho
uvedeného povlaku se provadi. rozpra§ova- o generdtoru a udrZovanim - anody na, nebo
nim v rozpra§ovaC1 komo¥e pomoci plasmy,’ pod potencidlem zems, &m¥ se bghem na-
vytvofené mezi terdem fotovodivého mate- nédeni vytvorf negatwm pFedpéti. -
ridlu, ktery ‘mé byt nanesen, a anodou ne- 2. Zplisob podle bodu 1, vyznageny tfm,
-souci podloZku, kde plasma zahrnu]e tmavy Ze se jako fotovodivého materlalu poui’h]
prostor mezi plasmou a anodou, pfitem¥ se , 8lrnfku kademnatého.
rozpraovani provddi a¥ do okamiiku kdy 3. Zpisob podle bodu 2, vyznagen§ tim, ze
Je krystalickd vrstva uvedeného materialu se b&hem nanédeni zavadl do rozprasovacI
-ti'lesena na podloZce, vyznac‘fen? tim, Ze se komory sirovodik. ,

5 listfl vykrest ‘

Severografia, n. p., z4vod 7, ‘Most
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